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7. Procédé de croissance épitaxiale sélective d'une
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(a) a former une fenétre munie d'une protubé-
rance dans une couche de masquage située sur
une surface principale d'un corps semi-conduc-
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second bords de celle-ci, la protubérance étant
situde a I'emplacement dudit angle, la fenétre
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